(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION 

EN MATURE DE BREVETS (PCT) 



(19) Organisation Mondiale de la Propri£t£ 
Intellectuelle 

Bureau international 

(43) Date de la publication Internationale 
14 octobre 2004 (14.10.2004) 




PCT 



i nm imim ii Him mil urn 11111 mi i n m 11111 inn mil mu mil mi mun mi tin mi 

(10) Num£ro de publication Internationale 

WO 2004/087988 Al 



(51) Classification Internationale des brevets 7 : C23C 16/18 

(21) Numero de la demande Internationale : 

PCT/FR2004/000678 

(22) Date de depot international : 19 mars 2004 (19.03.2004) 

(25) Langue de depot : francais 

(26) Langue de publication : 



(30) Donnees relatives a la priorite : 

03/03613 25 mars 2003 (25.03.2003) FR 

(71) Deposants (pour tous les Etats designis sauf US) : 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIEN- 
TIFIQUE [FR/FR]; 3, rue Michel-Ange, F-75016 PARIS 
(FR). QUALEFLOW [FR/FR]; Pare du Millenaire, 350, 
rue Alfred Nobel, F-34000 Montpellier (FR). 

(72) Inventeurs; et 

(75) Inventeurs/Deposants (pour US seulement) : DECAMS, 
Jean-Manuel [FR/FR]; 19, rue du Vercors, F-38240 Mey- 
lan (FR). GUILLON, Herve [FR/FR]; 4, rue de la Grange, 
F-38240 Meylan (FR). DOPPELT, Pascal [FR/FR]; 66, 
avenue Hoche, F-93130 Noisy-le-Sec (FR). 

(74) Mandataires : SUEUR, Yvette etc.; 109, boulevard 
Haussmann, F-75008 Paris (FR). 



(81) Etats design es (sauf indication contraire, pour tout tit re de 
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, 
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, 
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, 
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, 
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, 
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, 
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. 

(84) Etats designes (sauf indication contraire, pour tout tit re de 
protection regionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, 
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien 
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europeen (AT, 
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), 
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, 
MR, NE, SN, TD, TG). 

Publiee : 

— avec rapport de recherche internationale 

— avant Vexpiration du delai prevu pour la modification des 
revendications, sera republiee si des modifications sont re- 
cues 

En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrSvia- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



(54) Title: METHOD FOR CVD DEPOSITION OF A SILVER FILM ON A SUBSTRATE 

(54) litre : PROCEDE POUR LE DEPOT PAR CVD DUN FILM D'ARGENT SUR UN SUBSTRAT 



^ (57) Abstract: The invention relates to the deposition of thin silver films on various substrates, particularly superconductor sub- 
strates. The method consists of CVD deposition of silver on a substrate with the aid of a silver precursor solution. The silver 
00 precursor is an RC0 2 Ag silver carboxylate, wherein R is a linear or branched radical having 3-7 carbon atoms, used in the form of 
00 an organic liquid solution. The precursor concentration of the solution ranges from 0.01 to 0.6 mol/1. The organic liquid comprises 
ON an amine and/or a nitrile and, optionally, a solvent whose evaporation temperature is lower than the decomposition temperature of 



00 



the precursor. The percentage by volume of the amine and/or nitrile in the organic liquid is more than 0.1 %. 



<^ (57) Abrege : L^nvention concerne le d6pot de films minces d'argent sur divers substrats, notamment sur des substrats supracon- 

£5 ducteurs. Le procgde" consiste a effectuer un depot d'argent par CVD sur un substrat a 1'aide d'une solution de precurseur d'argent. 

O Le precurseur d'argent est un carboxylate d'argent RC0 2 Ag dans lequel R est un radical alkyle lineaire ou ramifig ayant de 3 a 7 
atomes des carbone, utilise sous forme d'une solution dans un liquide organique. La concentration en precurseur de la solution est 
entre 0,01 et 0,6 mol/1. Le liquide organique comprend une amine et/ou un nitrile, et eventuellement un solvant dont la temperature 
d'evaporation est infeneure a la temperature de decomposition du precurseur. Le pourcentage en volume de Famine et/ou du nitrile 

j^- dans le liquide organique est supeneur a 0,1 %. 
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Procede pour le depot pax CVD d'un film d 1 argent sur un 

substrat 

La pr6sente invention concerne le d6pot de films minces 
d' argent sur divers substrats, notamment sur des substrats 
supraconducteurs . 

L' argent est un metal peu oxydable, chirniquement assez 

5 stable, qui pr^sente des proprietes 61ectriques remarquables . 
C'est en effet le m6tal le plus conducteur qui soit connu (p 
= 1.57 |i£2.cm) . C'est pourquoi son utilisation sous forme de 
film mince pr6sente de nombreux avantages dans le domaine des 
supraconducteurs a haute temperature critique Tc et en micro- 

10 61ectronique. Pour les supraconducteurs hautes Tc, il a ete 
montre qu'une couche metallique et en particulier une couche 
d' argent plac6e directement au-dessus ou en-dessous du 
materiau supraconducteur ameliorait de fagon significative la 
duree de vie du dispositif, cable ou ruban. Dans le domaine 

15 de la micro61ectronique et des <§crans plats (technologie TFT 
= Thin Film Transistors), l 1 argent peut etre utilise en 
connectique dans les composants electroniques en remplacement 
de l f aluminium ou du cuivre actuellement utilise. 

II existe divers proc6d6s pour obtenir un depot 

20 d 1 argent sur un substrat. 

Un procede consistant a faire une evaporation flash de 
pivalate d' argent sous forme solide a ete decrit par 
S. Samiolenkov, et al., (Chem. Vap. Deposition, 2002, 8, 
n° 2, 74) . Cependant, la temperature requise pour 6vaporer 

25 le pivalate est au moins egale & la temperature de 
decomposition., ce qui genere des pertes de produit et un 
mauvais rendement . 

.D'autres composes ont 6te utilises pour faire des 
depots d'Ag par CVD. Ainsi 1 1 utilisation de complexes 

30 (1,1,1,5, 5, 5-hexaf luoro-2, 4-pentanedionato) argent [bis- 
(trim6thylsilyl) acetylene, a 6te d^crite par Chi, Kai-Ming, 
et al., [Chem. Vap. Deposition (2001), 7, n° 3, 117-120]. 
L' utilisation de precurseurs d 1 argent du type p-dic£tonate 
• fluore pour deposer des films d 1 argent par CVD a 6te decrite 
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notamment dans JP-08053470. US-5096737 ddcrit des precur- 
seurs pour le ddpot par CVD de films de divers metaux sur un 
substrata Les precurseurs sont du type (COD) M (I) (hf acac) , M 
6tant Cu, Ag, Rh, Ir. Toutefois, dans tous ces proced^s, 

5 1' utilisation de precurseurs fluor§s risque d'introduire du 
fluor dans les couches d' argent depos^es. 

Des proced6s utilisant des solutions de precurseurs ont 
6t6. decrits notamment par J-P S6nateur, et al., ("Pulsed 
Injection MOCVD of Functional Electronic Oxides", Adv. 

10 Mater. Opt. Electron, 10, 155, 2000) et par H. Guillon, et 
al., ("Injection MOCVD, historical and state of the art", 
Multimetox Network Newsletter, Issue 4, November 2001, 
p. 3) . Ces techniques ne peuvent toutefois Stre utilisees 
que pour des depots de metaux pour lesquels il existe des 

15 precurseurs solubles dans des solvants utilisables en CVD. 
Or les complexes d 1 argent non fluores decrits dans 1'art 
anterieur sont gen^ralement peu solubles dans de tels 
solvants . 

Le but de la pr6sente invention est de proposer un 
20 procedE de depot d'une couche d' argent sur un subs t rat, par 
un choix approprie de reactifs permettant la dissolution 
d'un precurseur d 1 argent dans un solvant utilisable en CVD. 

Le procede selon l 1 invention pour le d£pot d'un film 
d'Ag sur un substrat consiste a effectuer un depot d' argent 
25 par CVD sur ledit substrat a l'aide d'une solution de 
precurseur d' argent. II est caracterise en ce que : 

le precurseur d' argent est un carboxylate d 1 argent 
RC0 2 Ag dans lequel R est un radical alkyle lineaire ou 
ramifie ayant de 3 £ 7 atomes des carbone, utilise sous 
30 forme d'une solution dans un liquide organique ; 

la concentration en precurseur de la solution est 
entre 0,01 et 0,6 mol/1 ; 

- Le liquide organique comprend une amine et/ou un 
nitrile, et eventuellement un solvant dont la temperature 
35 d' Evaporation est inferieure & la temperature de 
decomposition du precurseur ; 

le pourcentage en volume de 1' amine et/ou du 
nitrile dans le liquide organique est sup6rieur & 0,1 %. 
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Parmi les pr6curseurs d' argent, le pivalate d 1 argent 
(CH 3 ) 3 -C-C0 2 Ag est particulierement pr6fere. Sa temperature 
de decomposition est de 200 °C. 

Parmi les solvants, on pref&re les composes organiques 
5 qui sont liquides k temperature ambiante et jusqu'a environ 
200 °C dans les conditions normales de pression. A titre 
d'exemple, on peut citer le mesityl^ne, le cyclohexane, le 
xylene, le toluene et le n-octane. 

L' amine peut etre choisie parmi les monoamines primai- 
10 res, secondaires ou tertiaires, ou parmi les polyamines. A 
titre d'exemple de monoamines, on peut citer la n-hexylami- 
ne, 1 1 isobutyl amine, la disecbutylamine, la triethylamine, 
la benzylamine, 1 ' ethanolamine et la diisopropylamine. Comme 
exemples de polyamines, on peut citer la tetramethyl- 
15 ethylenediamine . 

Le nitrile peut etre choisi parmi 1 1 ac6tonitrile, le 
valeronitrile, le benzonitrile et le propionitrile . 

Parmi les liquides organiques, on pr6fere tout particu- 
lierement les melanges de mesitylene avec la n-hexylamine, 
20 1 1 isobutylamine, la diisopropylamine, la triethylamine, 
1 ' ac6tonitrile, le benzonitrile ou le valeronitrile, les 
melanges de propionitrile avec 1 1 hexylamine, 1' isobutyl- 
amine, la diisopropylamine ou la benzylamine, les melanges 
de cyclohexane avec 1 f hexylamine, 1 ' isobutylamine, la 
25 diisopropylamine ou la disecbutylamine ♦ 

Le substrat sur lequel la couche d 1 argent est deposee 
peut etre un materiau supraconducteur a haute T c , une 
c^ramique dense ou une ceramique poreuse, un polymere 
thermoresistant, un verre, MgO, LaA10 3 , Ni, Si, AsGa, InP, 
30 SiC et SiGe. 

Le proc^de permet d'obtenir des depots d' argent ayant 
une epaisseur jusqu'a 800 nm. 

Lors de la mise en ceuvre du proced§ de depot de couches 
d 1 argent sur un support, la composition contenant le pr£cur- 
35 seur d 1 argent est envoy^e dans un dispositif de vaporisation 
par 1 • intermediaire duquel elle est introduite dans une 
enceinte de d6pot k temperature 61evee qui contient le sup- 
port sur lequel la couche d 1 argent doit etre deposde. Avant 
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son arrivee dans le dispositif de vaporisation, la composi- 
tion est g6neralement maintenue dans un reservoir £ tempera- 
ture ambiante. La vaporisation de la composition de pr6cur- 
seur . peut etre effectuee k l'aide de divers dispositif s 

5 connus de l'homme de metier. A tit re d 1 exemple pr§fere, on 
peut citer le dispositif d6crit dans Chem. Mat. 13, 3993 
(2001) , commercialism par la societe Jipelec sous le nom de 
"Inject Systeme d 1 injection et d' evaporation de precurseurs 
liquides purs ou sous forme de solutions". La temperature du 

10 substrat & revetir et la temperature dans l 1 enceinte de 
depot est entre 200 et 450 °C. L 1 enceinte de depot est sous 
atmosphere d'oxygene ou sous atmosphere d'hydrogene et sous 
une pression inferieure ou egale & 15 Torr. L'hydrog&ne ou 
l'oxyg^ne peuvent etre introduit dans 1' enceinte de depot 

15 sous forme d'un melange avec N2 dans lequel le rapport en 
volume H2/N2 ou O2/N2 est inferieur ou egal a 1. 

Un plasma froid peut event uellement etre ajoute autour 
du support, Lorsque le depot est effectue en presence de 
plasma, il est suffisant que le support destine a recevoir 

20 la couche d' argent soit maintenu a la m§me temperature qui 
regne dans 1 1 evaporateur . En 1 1 absence de plasma, il est n6- 
cessaire que ledit support soit & une temperature superieure 
a celle de 1 1 evaporateur, la difference de temperature etant 
au moins egale & 20°C, de preference au moins egale a 50°C, 

25 afin d'eviter le depot d 1 argent sur les parois de react eur. 
La couche d 1 argent peut etre deposee sur le support comme 
premiere couche ou cornme n 6me couche de metallisation pour 
les dispositifs electroniques necessitant plusieurs niveaux 
de metallisation. Le support peut §tre constitue par I'un 

30 des mat6r iaux precites pris tel quel, ou bien par l'un de 
ces mat6riaux portant une ou plusieurs couches interme- 
diaires. A titre d f exemple de couches intermediaires, on 
peut citer les films metalliques (par exemple un film de 
Ni) , une couche organique (par exemple un couche d'un 

35 materiau polymere) , ou les couches de diffusion constituees 
par un materiau choisi par exemple parmi TiN, TiSiN, Ta, 
TaN, TaSiN, WN et WSiN. 



WO 2004/087988 



PCT/FR2004/000678 



L'6paisseur de la couche d 1 argent qui se depose sur le 
support depend de la concentration de la composition de pre- 
curseur, du debit de cette composition lors du passage dans 
le dispositif de vaporisation, de la duree de la vaporisa- 
5 tion, des temp6ratures respectives dans le r^acteur et sur 
le support. De maniere g^nerale, on utilise des compositions 
moins concentrees et/ou de debits plus faibles pour 1'obten- 
tion de couches fines, et des compositions plus concentrees 
et/ou des debits plus elev6s pour l'obtention de couches 

10 epaisses. Par couche fine, on entend generalement une cou- 
che ayant une §paisseur inf6rieure k ou 6gale a 50 nm, dite 
couche de nucl^ation. Par couche epaisse, on entend genera- 
lement une couche ayant une <§paisseur entre 50 nm et 1 pm. 

Pour l'obtention de couches epaisses, l'on peut utili- 

15 ser les compositions dans un solvant & coefficient de disso- 
lution elev6e, a une concentration en precurseur- proche de 
la saturation. La concentration doit rester inferieure a la 
valeur a saturation, afin d'6viter la repr^cipitation du 
precurseur qui aurait pour effet de gener la vaporisation. 

20 Pour l'obtention de couches minces, on peut utiliser 

les solvants dans lesquels la solubilite du precurseur est 
plus faible. On peut egalement utiliser un liquide organique 
non solvant du precurseur et chimiquement inerte vis-^-vis 
du precurseur pour diluer une composition de precurseur 

25 selon 1' invention. 

La mise en ceuvre du proc6de de 1' invention pour le 
d6pot de couches d' argent par CVD permet d'obtenir des 
couches d' argent de bonne qualite ayant une bonne adherence 
au support sur lequel elles sont deposees. 

30 La presente invention est illustree plus en detail par 

les exemples suivants, auxquels elle n'est cependant pas 
limit^e . 

Les exemples ont ete r6alis6s a l'aide d'un reacteur 
CVD constitue par un dispositif "InJect" precite^ couple a 
35 une enceinte de d£pot chimique en phase vapeur. Ledit 
dispositif "InJect" comprend quatre parties principales : le 
reservoir de stockage de la solution, un injecteur reli6 par 
une ligne d' alimentation au reservoir de stockage et muni 
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d'un dispositif de commande Electronique, une ligne 
d 1 alimentation en gaz vecteur ou porteur neutre (par exemple 
1' azote) et un Evaporateur. L f enceinte de depot chimique en 
phase vapeur, qui contient le substrat & revet if, comprend 

5 des moyens de chauffage, une alimentation en oxygene ou en 
hydrogene, et des moyens de pompage et de regulation de la 
pression rEduite. L' Evaporateur est connecte & 1' enceinte de 
dEpot chimique en phase vapeur par une canalisation qui est 
munie de moyens de chauffage et qui est maintenue a la meme 

10 temperature que 1 1 Evaporateur . L 1 enceinte de depot chimique 
en phase vapeur et le substrat a revEtir qui y est placE 
sont maintenus a une temperature supErieure a celle de 
1 ' Evaporateur . La solution de prEcurseur d ? argent est 
introduite dans le reservoir maintenu a une pression de 1 

15 bar, puis propulsEe a partir dudit reservoir grace a 
1'injecteur par difference de pression dans 1' Evaporateur 
qui est maintenu sous vide. Le debit d' injection est 
controle par 1'injecteur que I 1 on peut considErer comme une 
microElectrovanne et qui est commande par un ordinateur. 

20 Exemple 1 

A l T aide d'une solution de mesitylene-diisopropylamine 
contenant 1,25% en volume de diisopropylamine et 0,03 mol/1 
de pivalate d 1 argent, on a depose un film d 1 argent sur un 
substrat place dans 1' enceinte de depot a 250°C sous une 
25 pression de 7,5 Torr. La solution de pivalate est evaporee a 
150 °C et envoyee dans 1 ' Evaporateur avec un debit de 
16 ml/h, en meme temps que de 1' oxygene gazeux avec un debit 
de 6 ml/min (0 2 /N 2 = 0,075) et de 1' azote avec un debit 
80 ml/min. 

30 Deux Echantillons ont EtE prEparEs selon ce procEdE, 

l'un avec un substrat monocristallin de MgO, 1' autre avec un 
substrat monocristallin de LaAl0 3 . 

Pour les deux Echantillons, on a obtenu un film 
d 1 argent adhErent de bonne qualitE avec une Epaisseur de 

35 320-365 nm. 

Les figures la et lb reprEsentent les clichEs de 
Microscopie Electronique a Balayage (MEB) de la surface du 
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depot d'Ag obtenu sur le substrat MgO sous diff6rents 
grossissement . 

Les figures 2a et 2b represente les cliches de 
Microscopie Electronique a Balayage (MEB) de la surface du 
5 d6pot d'Ag obtenu sur le substrat LaA10 3 sous differents 
grossissements . 

La figure 3 represente le diagramrne de diffraction des 
RX du dep6t obtenu sur le substrat monocristallin de MgO, N 
represente le nombre de coups, en unites arbitraires. 29 
10 represente l f angle de diffraction, en degres. 

Exemple 2 

On a reproduit le mode operatoire decrit dans 1' exemple 
1, en remplagant la diisopropylamine par la n-hexylamine, 
respectivement avec un substrat monocristallin de MgO, et 
15 avec un substrat monocristallin de LaA10 3 . 

Pour les deux 6chantillons, on a obtenu un film 
d 1 argent adherent de bonne qualite avec une epaisseur 
d 1 environ 300 nm. 

Exemple 3 

20 A 1 1 aide d'une solution de mesityl^ne-diisopropylamine 

contenant 12,08%' en volume de diisopropylamine et 0,05 mol/1 
de pivalate d 1 argent, on a depos<§ un film d 1 argent sur un 
substrat monocristallin de Si maintenu a 300 °C et place dans 
l 1 enceinte de depot a 150°C sous une pression de 7,5 Torr. 

25 La solution de pivalate a 6te evaporee a 150 °C et envoy6e 
dans 1 ' evaporateur avec un debit de 8,5 ml/h, en meme temps 
que de 1'hydrogene gazeux avec un debit de 30 ml/min (H 2 /N 2 = 
0,13) et de 1' azote avec un debit 230 ml/min, 

Un film d' argent ayant une epaisseur de 250 nm a 6t§ 

30 depos6 en 35 minutes, avec une vitesse de croissance de 
0,43 iim/h. 

Exemple 4 

A l'aide d'une solution de mesityl&ne-diisopropylamine 
contenant 2,5% en volume de diisopropylamine et 0,06 mol/1 
35 de pivalate d f argent, on a depose un film d 1 argent sur un 
substrat maintenu k 320 °C et place dans 1' enceinte de depot 
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a 150 °C sous une pression de 7,5 Torr. La solution de piva- 
late a ete 6vaporee a 150 °C et envoy^e dans 1 1 evaporateur 
avec un debit de 37 ml/h, en m§me temps que de l'oxygene 
gazeux avec un d6bit de 71 ml/min (0 2 /N 2 = 0, 8875) et de 

5 1' azote avec un debit 80 ml/min. 

Deux §chantillons ont §te prepares selon ce proced§, 
l'un avec un substrat monocristallin de Si, I 1 autre avec un 
substrat Si0 2 /Si. Un film d' argent ayant une epaisseur de 
150 nm a 6te depose en 8 minutes, avec une vitesse de 

10 croissance de 1,125 microns/h. 

Pour les films obtenus dans les exemples 2 a 4, 
1' aspect des cliches de Microscopie Electronique a Balayage 
(MEB) de la surface du depot d'Ag est identique a ceux qui 
sont reproduits sur les figures la, lb, 2a et 2b. 

15 
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Revendi cation s 

1. Procede de dep6t d'un film d' argent sur un 
substrat, consistant a effectuer un depot d 1 argent par CVD 
sur ledit substrat k I 1 aide d'une solution de precurseur 

5 d' argent, caract6ris6 en ce que : 

le precurseur d 1 argent est un carboxylate d 1 argent 
RC02Ag dans lequel R est un radical alkyle lineaire ou 
ramifi6 ayant de 3 a 7 atomes des carbone, utilise sous 
forme d'une solution dans un liquide organique / 
10 - la concentration en precurseur de la solution est 

entre 0,01 et 0,6 mol/1 ; 

Le liquide organique comprend une amine et/ou un 
nit rile, et 6ventuellement un solvant dont la temperature 
d' evaporation est infer ieure a la temperature de 
15 decomposition du precurseur ; 

le pourcentage en volume de 1' amine et/ou du 
nit rile dans le liquide organique est superieur a 0,1 %. 

2. Proc6de selon la revendication 1, caracterise en 
ce que le precurseur d f argent est le pivalate d' argent 

20 (CH 3 )3-OC0 2 Ag. 

3. Proc6d6 selon la revendication 1, caracterise en 
ce que le solvant est un compost organique liquide a 
temperature ambiante et jusqu'& environ 200 °C dans les 
conditions normales de pression. 

25 4. Procede selon la revendication 3, caracterise en 

ce que le solvant est choisi parmi le mesitylene, le 
cyclohexane, le xylene, le toluene et le n-octane, 

5. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce que l 1 amine est une monoamine choisie parmi la n-hexyl- 

30 amine, 1 T isobutylamine, la disecbutylamine, la triethylami- 
ne, la benzylamine, 1 1 ethanolamine et la diisopropylamine . 

6. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce que 1 T amine est une polyamine. 

7. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
35 ce que le nitrile est choisi parmi 1 1 ac^toriitrile, le 

valeronitrile, le benzonitrile et le propionitrile . 

8. Proc6d6 selon la revendication 1, caracterise en 
ce que le substrat est form6 par un materiau choisi parmi 
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IU 

les materiaux supraconducteurs a haute T c , les c£ramiques, 
les polymeres thermoresistants, les verres, MgO, LaA10 3 , Ni, 
Si, AsGa, InP, SiC et SiGe. 

9* Proc6d<§ selon la revendication 1, caracterise en 
5 ce que la temperature du substrat & revetir est entre 200 et 
450°C. 

10. Proc£de selon la revendication 1, caracterise en 
ce qu'il est mis en oeuvre sous atmosphere d'oxygene ou sous 
atmosphere d'hydrogene. 
10 11. Proced6 selon la revendication 1, caracterise en 

ce qu'un plasma froid est ajout£ autour du substrat. 
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